
MOVPE法による低抵抗 GaNトンネル接合 

Low resistive GaN tunnel junctions grown by MOVPE  
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 MOVPE 法により作製した窒化物半導体トンネル接合では、高 InN モル分率組成傾斜 GaInN を

利用することで、従来の金属/p コンタクト接合と同等の低い抵抗が実現している。青色 LED にこ

のトンネル接合を組み込んだ際の駆動電圧は 5 kA/cm
2時に 4.8 V である[1]。しかしながら、低光

吸収が期待される GaN トンネル接合では、これより数 V 高い駆動電圧を示す。一方で、MBE 法

では、GaN トンネル接合界面への再成長による意図的な酸素（2×10
20 

cm
-3）導入により、上記と

同等の低抵抗が実現している [2]。本研究では、MOVPE 法にて、GaN トンネル接合界面に再成長、

さらには新たに酸化プロセスを導入することで、その低抵抗化を目指した。 

 試料構造は、青色 LED 上に高濃度 Mg 添加 GaN、高濃度 Si 添加 GaN、n-GaN、および n
+
-GaN

コンタクト層であり、全て MOVPE 法により積層した。トンネル接合界面にて、①再成長、②再

成長+酸素アニール、③再成長+UV オゾン照射をそれぞれ行った 35 µm 径 LED を作製し、j-V 特

性を測定した。アニールは酸素雰囲気下にて 725 
o
C、5 分、UV オゾン照射は 15 分行った。結果

を図 2 に示す。③再成長+UV オゾンの試料が、3 つの中で最も低い駆動電圧を示した。さらに、

この試料③にて、高濃度 Mg 添加 GaN 層の Mg 流量を 4 倍にした試料も用意した。トンネル接合

界面の酸素濃度は 4.7×10
18 

cm
-3と低いものの、図 3 の j-V 特性が示すように、低抵抗 GaInN トン

ネル接合や金属/p コンタクト接合を有する LED とほぼ同一の低い駆動電圧（5 kA/cm
2時に 4.9 V）

が得られた。以上より、MOVPE 法でも低抵抗 GaN トンネル接合が実現することが示された。 

 

  図 1. 試料構造           図 2. 試料①②③の j-V 特性   図 3. 低抵抗 GaN TJ の j-V 特性 
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